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(57) Abstract: The invention relates to a method and device for depositing an epitaxial layer on a substrate wafer made of ssmiconductor
material, which substrate wafer has a wedge-shaped cross section having a thinner and a thicker edge. The method comprises: arranging
the substrate wafer and a susceptor in a deposition device such that the substrate wafer rests concentrically on the susceptor and the
susceptor is held by a support shaft; rotating the support shaft for a period duration; conducting deposition gas over the substrate wafer
in a direction from a gas inlet to a gas outlet; conducting purge gas at a through-flow rate along an underside of a preheating ring and
an underside of the susceptor; moving the support shaft for the period duration along a movement path in the direction from an initial
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position, in which the thinner edge has the smallest distance from the gas inlet, to an end position, in which the thinner edge has the
greatest distance from the gas inlet, and back to the initial position.

(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus Halb-
leitermaterial, die einen keilformigen Querschnitt mit einem diinneren und einem dickeren Rand aufweist. Das Verfahren umfasst das
Anordnen der Substratscheibe und eines Suszeptors in einer Abscheidevorrichtung so, dass die Substratscheibe konzentrisch auf dem
Suszeptor aufliegt und der Suszeptor von einer Tragwelle gehalten wird; das Drehen der Tragwelle mit einer Periodendauer; das Leiten
von Abscheidegas iiber die Substratscheibe in eine Richtung von einem Gaseinlass zu einem Gasauslass; das Leiten von Spiilgas mit
einer Durchflussgeschwindigkeit entlang einer unteren Seite eines Vorheizrings und einer unteren Seite des Suszeptors; das Verschie-
ben der Tragwelle mit der Periodendauer entlang eines Verschiebewegs in der Richtung ausgehend von einer Anfangsposition, in der
der diinnere Rand einen kleinsten Abstand zum Gaseinlass hat, zu einer Endposition, in der der diinnere Rand einen gréfiten Abstand
zum Gaseinlass hat, und zuriick zur Anfangsposition.



